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钝感 ＮｉＣｒ金属桥膜换能元的制备及性能
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钝感 ＮｉＣｒ金属桥膜换能元的制备及性能
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摘　要：采用磁控溅射技术设计加工了一种满足钝感电火工品的 ＮｉＣｒ金属薄膜桥换能元，在起爆桥区中心涂抹三硝基间苯二酚
铅，对其进行了安全电流、抗静电性能、断桥时间、作用时间的测试，并与半导体桥换能元、桥带式换能元进行了性能对比。结果表

明，电阻为（１±０．１）Ω时，在相同散热条件下，该 ＮｉＣｒ金属薄膜换能元安全性较其他两种换能元裕度大，作用时间、断桥时间介于
半导体桥和桥带式换能元之间，采用５Ａ发火，引爆三硝基间苯二酚铅的作用时间小于１ｍｓ。
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１　引　言

　　随着弹药对安全性的要求越来越高，火工品的钝
感性能也备受关注，钝感电火工品的技术指标为发火

电流 ５Ａ／５０ｍｓ，安全性 １Ａ１Ｗ５ｍｉｎ，脚脚间防静
电

［１］
。钝感火工品的换能元主要包括传统的金属桥

丝、桥带、半导体桥，以及金属膜桥。金属桥膜是 ２１
世纪初期伴随微电子机械系统（ＭＥＭＳ）技术发展起
来，主要由基底、金属薄膜有效作用区和导电层三个部

分构成。当薄膜横截面积较大时，其发火与灼热桥丝

式作用机理相近，为热传导机理；当薄膜横截面积较

小时，其发火与半导体桥作用机理相近，为微对流作用

机理
［２］
。与桥丝、桥带等相比，桥膜具有外形可调、一

致性高、易于小型化等优点，可满足多层复合式结构等

特殊形状的设计需求；同时，因具有点火可靠性高、安

全性能好、响应快等特点而受到广泛关注。

　　美国 Ｖｉｓｈａｙ公司［３］
、微组装技术（ＭＡＴ）公司［４］

、

法国国家科学研究中心
［５］
、新加坡国立大学机电学

院
［６］
和韩国科学技术研究院

［７］
等机构已开展了金属

膜桥的研究。其中，美国对金属膜桥低能发火的研究

较为突出
［８］
，其他国家主要对其安全性开展了相关研

究。我国在金属膜桥研究方面主要以提高安全性的火

工元件钝感为主，研制的金属膜桥所需的发火能量较

高，发火电压最低为 ３４．５Ｖ（恒压）［９］。虽然我国用

于加热元件的制膜工艺研究较为成熟，如大连理工大

学研究的 ＮｉＣｒ金属薄膜加热器［１０］
，但火工器件研究

与先进的 ＭＥＭＳ制造工艺脱离，不满足钝感电火工品
的新要求。为此，本研究采用磁控溅射、光刻、湿法腐

蚀等技术制备了一种特定尺寸的 ＮｉＣｒ合金薄膜桥换
能元，测定了其电阻率，并在此基础上，设计加工了电

阻为１Ω的薄膜换能元。与陶瓷电极塞集成后，对发
火件的安全性、点火性、作用时间等参数进行了测试，

并与半导体桥、钝感 ＮｉＣｒ桥带的安全电流、最小全发
火电流和作用时间等进行了对比分析，获得了一种适

用于钝感火工品的新型膜桥换能元。

２　实验

２．１　ＮｉＣｒ金属桥膜换能元的制备工艺与条件
　　金属桥膜的结构主要分四层：第一层选用绝缘性
好、导热系数高，能有效提高换能元钝感性能的 ９５％
Ａｌ２Ｏ３陶瓷为基底；第二层为将电能转换成热能的
ＮｉＣｒ（８０％Ｎｉ、２０％Ｃｒ）金属桥膜；第三层为提高
ＮｉＣｒ层与焊接层之间的薄膜结合力的过渡层；第四
层为电阻率低、导热性能与环境稳定性好，起焊接、保

护表面和导通作用的焊接层。制备好的 ＮｉＣｒ桥膜换
能元与陶瓷电极塞进行集成，集成结构见图１。
　　ＮｉＣｒ桥膜换能元制备工艺流程为：清洗→溅射
ＮｉＣｒ层→溅射过渡层→溅射焊接层→匀胶→光刻→
显影→刻蚀→去胶→清洗→匀胶→套刻→显影→刻蚀

→去胶→清洗→分离→集成。

９１８
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图１　集成金属薄膜换能元的结构示意图

１—引线，２—焊接层，３—过渡层，４— ＮｉＣｒ层，５—基底，

６—电极塞

Ｆｉｇ．１　Ｓｋｅｔｃｈｏｆｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｍｅｔａｌｆｉｌｍ

１—ｌｅａｄ，２—ｊｏｉｎｔｉｎｇｌａｙｅｒ，３—ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｌａｙｅｒ，４—ＮｉＣｒｌａｙｅｒ，

５—ｓｕｂｓｔｒａｔｅ，６— ｈｅａｄｅｒ

　　本研究利用标准清洗法（丙酮、无水乙醇、去离子
水），在超声波中清洗陶瓷基板后，将基板放入磁控溅

射设备中，采用三靶共溅，在真空度为２×１０－３Ｐａ的条
件下进行溅射，选用的惰性气体为 Ａｒ气，流量为
８０ｍＬ，溅射电压分别为 １５０，１５０，２００Ｗ；溅射一定
时间后，停止，换上过渡层的金属靶和焊接层的金属靶，

采用单靶溅射法分别进行薄膜的溅射，得样品薄膜。

　　对所得薄膜进行表征，结果如图 ２所示。由图 ２
可以看出，溅射的薄膜晶粒颗粒较小，薄膜的致密性较

好。采用胶带剥离法
［１１］
，用３Ｍ胶带进行了金属薄膜

的结合力试验，同一区域连续试验 ５次，薄膜无脱落。
证明薄膜结合力良好。

图２　ＮｉＣｒ桥膜薄膜 ＳＥＭ照片
Ｆｉｇ．２　ＳＥＭ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｏｆｔｈｅｆｉｒｍ ｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

　　光刻显影后，采用湿法腐蚀的方法进行焊接层、过
渡层和 ＮｉＣｒ层的腐蚀试验，最终形成的金属薄膜桥
如图３所示。

图３　所得金属薄膜桥样品
Ｆｉｇ．３　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｏｆｔｈｅｍｅｔａｌｆｉｌｍｂｒｉｄｇｅｏｂｔａｉｎｅｄ

２．２　性能测试

　　测试温度为（２１±３）℃。按照 ＧＪＢ５３０９．１４－２００４［１２］

进行脚脚间抗静电试验、５ｍｉｎ安全电流试验，条件：
充电电压 ２５０００Ｖ，电容 ５００ｐＦ，电阻 ５０００Ω；按
ＧＪＢ３７７Ａ／Ｚ－１９９４感度升降试验方法［１３］

进行金属桥

膜发火感度试验，测试最大不发火电流和最小全发火

电流；按 ＧＪＢ３４４－１９８９［１４］进行不同电流条件下的作
用时间、开路电阻等测试，采用光信号和示波器采集。

３　结果与讨论

３．１　ＮｉＣｒ金属桥膜的电阻
　　由于磁控溅射的金属桥膜层以球形晶体沉积在基
板上，其电阻率较金属靶材要大，在一定厚度、一定桥

区条件下，可通过测量实际电阻，依据电阻计算公式得

到 ＮｉＣｒ桥膜的平均电阻率。金属膜桥电阻率为：
ρ＝Ｒｓ／Ｌ＝Ｒ（ＷＨ）／Ｌ （１）
式中，ρ为电阻率，Ω·μｍ；Ｒ为电阻值，Ω；Ｌ为长度，
μｍ；Ｗ 为宽度，μｍ；Ｈ为厚度，μｍ。
　　溅射工艺参数一定的条件下，桥膜电阻率为常量，
可溅射任意厚度的桥膜进行电阻率测试。在 ４００μｍ
×３８０μｍ的桥区溅射厚度为 ０．９８μｍ的桥膜，测得
多个桥膜的平均电阻为 ２．８２Ω。由式（１）可获得平
均电阻率为 ２．６３Ω· μｍ。据此得到电阻率在
４００μｍ×３８０μｍ的桥区溅射电阻为 １Ω的 ＮｉＣｒ合
金薄膜厚度为２．８μｍ。
　　采用测量电流小于 １０ｍＡ，测量精度不低于 １％
的电阻测量仪，常温下测试所得 ＮｉＣｒ合金薄膜的电
阻，测试样品６０发，结果如表１所示。
　　由表１可见，６０发设计电阻为１Ω的ＮｉＣｒ桥膜
产品的实测电阻在（１±０．１）Ω范围内，平均值为
１．０４Ω，标准偏差为０．０９Ω，实测值与理论设计值相

０２８

ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ，Ｖｏｌ．２２，Ｎｏ．６，２０１４（８１９－８２３） 含能材料 ｗｗｗ．ｅｎｅｒｇｅｔｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ．ｏｒｇ．ｃｎ
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符，电阻一致性较好，满足钝感火工品规定的电阻值要

求，表明磁控溅射工艺稳定可靠，优化磁控溅射工艺参

数可使 ＮｉＣｒ薄膜的电阻值达到设计要求。

表１　金属桥膜电阻测试结果（膜厚：２．８μｍ）

Ｔａｂｌｅ１　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｅｓｔｉｎｇｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｍｅｔａｌｆｉｌｍ ｂｒｉｄｇｅ

ｗｉｔｈｔｈｅｆｉｌｍｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆ２．８μｍ

Ｌａｖ／μｍ Ｗａｖ／μｍ ｔｅｓｔｎｕｍｂｅｒ Ｒａｖ／Ω ｓｔａｎｄａｒｄｄｅｖｉａｔｉｏｎ

４００ ３８０ ６０ １．０４ ０．０９

　Ｎｏｔｅ：Ｌａｖ，ａｖｅｒａｇｅｌｅｎｇｔｈ，Ｗａｖ，ａｖｅｒａｇｅｗｉｄｔｈ，Ｒａｖａｖｅｒａｇｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ．

３．２　ＮｉＣｒ金属桥膜的安全电流
　　选用电阻不同的 ＮｉＣｒ金属桥膜，按 ＧＪＢ５３０９．１４
－２００４［１２］进行了脚脚间抗静电试验、５ｍｉｎ安全电流
试验，试验结果见表２。

表２　金属桥膜安全性试验结果

Ｔａｂｌｅ２　Ｓａｆｅｔｙｔｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｍｅｔａｌｆｉｌｍｂｒｉｄｇｅ

ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
／Ω

ｔｅｓｔｃｒｉｔｅｒｉｏｎ ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ
ｉｎｔｈｅｆｏｏｔ ｔｅｓｔｓｔａｔｕｓ ｒｅｓｕｌｔｓ

０．９６ ｐａｓｓｅｄ １．７５Ｗ ｐａｓｓｅｄ
０．９４ ≥１Ｗ ｐａｓｓｅｄ １．７１Ｗ ｐａｓｓｅｄ
０．９８ ｐａｓｓｅｄ １．７９Ｗ ｐａｓｓｅｄ

１．０７ ｐａｓｓｅｄ １．４Ａ ｐａｓｓｅｄ
１．０６ ≥１Ａ ｐａｓｓｅｄ １．４Ａ ｐａｓｓｅｄ
１．０２ ｐａｓｓｅｄ １．４Ａ ｐａｓｓｅｄ

　　从表２可以看出，该桥膜换能元脚脚间抗静电试
验全部合格。金属桥膜的实测电阻以 １Ω为基准可
分为两组，为严格保证１Ａ１Ｗ５ｍｉｎ不发火的安全性要
求，当电阻小于１Ω时，保证输入功率不小于 １Ｗ，当
电阻大于１Ω时，保证输入电流不小于１Ａ。基于此，
选用表２中两种输入状态，安全性能测试结果全部为
通过，表明该桥膜换能元符合 ＧＪＢ３４４－１９８７规定
１Ａ１Ｗ５ｍｉｎ不发火的安全性要求。
３．３　ＮｉＣｒ金属桥膜的发火感度

　　根据 ＧＪＢ３７７Ａ／Ｚ－１９９４感度升降试验方法［１３］
对

ＮｉＣｒ金属桥膜进行了发火感度试验，样品 ２３发。实
验结果见表３。
　　由表３可以看出，标准差 σ为 ０．０３９，５０％发火
电流、最小全发火电流、最大全不发火电流分别为

２．３２，２．４７，２．１７Ａ。其中，样品的最小全发火电流
为２．４７Ａ，满足 ＧＪＢ３４４规定的钝感火工品在持续时
间不超过 ５０ｍｓ、幅度不超过 ５Ａ的直流电流脉冲作
用下全发火的要求，且发火裕度较大。

表３　含金属桥膜发火感度实验结果

Ｔａｂｌｅ３　Ｆｉｒｉｎｇｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｔｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｍｅｔａｌｆｉｌｍｂｒｉｄｇｅ

σ
／Ａ

５０％ ｆｉｒｉｎｇ
ｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ

９９．９％ ｆｉｒｉｎｇ
ｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ

０．１％ ｆｉｒｉｎｇ
ｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ

０．０３９ ２．３２ ２．４７ ２．１７

　Ｎｏｔｅ：σｉｓｓｔａｎｄａｒｄｄｅｖｉａｔｉｏｎ．

３．４　ＮｉＣｒ金属桥膜的作用时间
　　按 ＧＪＢ３４４－１９８７对电阻不同的 ＮｉＣｒ金属桥膜
的进行了不同输入电流条件下的作用时间、开路电阻

等试验，药量为１０～１２ｍｇ，试验结果见表４。
　　从表４可以看出，在输入电流小于３Ａ时，作用后
的桥膜电阻与作用前变化不大，在大于４Ａ时，发火后
电阻为开路状态。由于药量仅 １０～１２ｍｇ不足以瞬
间毁坏桥区，因此，基本可以断定桥区为自身熔断。输

入电流在大于４Ａ时，其作用时间小于 １ｍｓ。图４为
桥膜作用（断桥）时间随输入电流变化曲线，从图 ４可
以看出，桥模式发火件随着激发电流的增大断桥时间、

作用时间逐渐减小，且断桥时间和发火时间差值逐渐

减小，并趋于一致。

表４　不同输入电流下金属桥膜性能试验结果

Ｔａｂｌｅ４　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｔｅｓｔｉｎｇｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｍｅｔａｌｆｉｌｍ ｂｒｉｄｇｅ

ｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｅｘｃｉｔａｔｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔ

ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
／Ω

ｉｎｐｕｔｃｕｒｒｅｎｔ
（ｉｎ５０ｍｓ）
／Ａ

ｂｒｉｄｇｅ
ｂｒｅａｋｉｎｇｔｉｍｅ
／ｍｓ

ｆｕｎｃｔｉｏｎ
ｔｉｍｅ
／ｍｓ

ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
ａｆｔｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ
／Ω

１．０６ ２．６ － ７．６ １．２１
１．０６ ３．０ － ３．１ １．１５
１．０８ ４．０ ２２．８ ０．９７ ∞
１．００ ５．０ １０．８ ０．５６ ∞
０．９４ ６．０ ４．９ ０．３８ ∞
１．０２ ８．０ ４．２ ０．２６ ∞
１．０４ １０．０ ０．５３ ０．２３ ∞

图４　桥膜作用（断桥）时间随输入电流变化曲线

Ｆｉｇ．４　Ｃｕｒｖｅｓｏｆｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅｏｆｔｈｅｂｒｉｄｇｅｆｉｒｍｗｉｔｈｔｈｅ

ｉｎｐｕｔｃｕｒｒｅｎｔ
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３．５　钝感换能元性能对比
　　选用电阻值为（１±０．１）Ω的 ＮｉＣｒ金属桥膜、半
导体桥、ＮｉＣｒ桥带制成三种钝感发火件，对其安全
性、断桥时间、作用时间等进行性能测试。

　　将所制备的１ΩＮｉＣｒ金属桥膜与电极塞进行了
集成，桥区尺寸为４００μｍ×３８０μｍ×２．８μｍ，集成后
的发火件样品如图５所示。

图５　桥膜集成后的发火件

Ｆｉｇ．５　Ｆｉｒｉｎｇｄｅｖｉｃｅｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｗｉｔｈｔｈｅｆｉｌｍｂｒｉｄｇｅ

　　半导体桥发火件芯片尺寸为 ２ｍｍ×２ｍｍ，基底
为陶瓷，通过金丝与电极进行焊接，并与金属管壳通过

玻璃封结而成；ＮｉＣｒ桥带发火件采用精密线切割工
艺而成，基底材料为陶瓷，采用贮能焊接的方法与电极

进行焊接，与金属管壳通过玻璃封结而成。所涂药剂

为三硝基间苯二酚铅与聚醋酸乙烯酯配置而成的点火

药，药量２０～３０ｍｇ。试验结果见表５。
　　从表５可以看出，ＮｉＣｒ金属桥膜式发火件散热
表面积为 １３０ｍｍ２，在 ３种发火件中虽最小，但能够
承受的安全电流最大，达到１．４Ａ，满足 １Ａ１Ｗ５ｍｉｎ不
发火的要求；最小全发火电流为 ２．４７Ａ，满足 ５Ａ全
发火的要求并具有较大的裕度，且 ５Ａ条件下的作用
时间和断桥时间介于半导体桥式和桥带式之间，作用

后电阻为开路状态。在安全性、作用时间的快速性、断

桥性能等方面明显优于桥带式发火件。

　　由于安全电流反映了桥区产生热量的速率与发火
件散热速率的关系，当产热速率在规定的时间内大于

散热速率时，桥区温度随时间的增加而升高，当其温度

高于药剂的爆发点时，药剂发火。反之，不发火。

ＮｉＣｒ金属桥膜式发火件的金属膜层与陶瓷基底为整
体结构，陶瓷基底具有良好的导热性，在５ｍｉｎ之内桥
区产生的热量通过陶瓷快速向外散热。而半导体桥的

基底材料为 Ｓｉ，且其桥区尺寸小（３８０μｍ×１００μｍ×
２μｍ），热量集中，芯片底部用导热胶固定，两者的导
热性较陶瓷差。所以半导体桥上通过电流时，桥区产

生的热量通过 Ｓｉ基底向外扩散的速率较小，导致其安
全性裕度较小。虽然桥带式发火件的底部也为陶瓷基

底，但其与陶瓷基底的结合是通过贮能焊接在电极上，

桥带与陶瓷基底局部接触不紧密，所以其散热性没有

桥模式的好，导致承受安全电流的能力较桥模式的差。

表５　钝感换能元性能对比试验结果

Ｔａｂｌｅ５　Ｔｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅｉｇｎｉｔｉｎｇｃｏｍｐｏｎｅｎｔ

ｆｉｒｅｔｙｐｅ
ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ

ｒａｄｉａｔｉｎｇ
ｓｕｒｆａｃｅａｒｅａ
／ｍｍ２

５ｍｉｎｓａｆｅ

ｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ ｔｅｓｔｎｕｍｂｅｒ

９９．９ｆｉｒｉｎｇ

ｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ ｔｅｓｔｎｕｍｂｅｒ

ｆｕｎｃｔｉｏｎ
ｔｉｍｅａｔ５Ａ
／ｍｓ

ｂｒｉｄｇｅ
ｂｒｅａｋｉｎｇｔｉｍｅ
／ｍｓ

ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
ａｆｔｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ
／Ω

ｍｅｎｔａｌｆｉｒｍ １３０ １．４ ７ ２．４７ ２３ ０．５６ １０．８ ∞
ＳＣＢ ２８８ １．１２ ７ ２．９４ ２３ ０．１５ ０．１３ ∞
Ｂｒｉｄｇｅｂｅｌｔ ２０７ １．３ ７ ２．２５ ２３ ６．０ － １．０８

　　在作用时间方面，由于半导体桥的发火机理为等
离子体发火机理

［２］
，通过微对流的方式实现热量和冲

击波能量渗入火工药剂中，其热交换方式具有更高的

效率，所以药剂发火时间最短。

　　对桥膜式和桥带式发火件而言，其发火机理为热
传导机理。由于桥带式发火件整个表面为 ＮｉＣｒ合金
薄膜，其电阻分布为串联式分布方式，总电阻为正负极

贮能焊点之间的总电阻，发火桥区电阻只是整个电阻

的一部分，所以发火桥区的实际电阻小于 １Ω。由于

该桥区宽且厚，导致流过发火区的电流密度较小，能量

分布比较分散。所以，需要较长的加热时间才能引爆

点火药。而桥膜式发火件的中心桥区集中，桥区窄而

薄，流过发火区的电流密度较桥带式大，能量分布集中。

所以，其发火时间和断桥时间均比桥带式的时间短。

４　结　论

　　（１）通过有效控制磁控溅射等参数，制备的桥膜电
阻和设计值基本相符。制备了面积为４００μｍ×３８０μｍ、
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厚度为０．９８μｍ的ＮｉＣｒ薄膜，电阻率为２．６３Ω·μｍ。
　　（２）对比安全电流、静电感度、断桥时间和作用时
间等结果可以看出，金属桥膜火工品具有良好的安全

性，其安全性较半导体桥、桥带式的高；作用时间和断

桥时间介于半导体桥和桥带式之间。５Ａ发火时，引
爆三硝基间苯二酚铅的作用时间为微秒级别。

　　（３）桥区尺寸为 ４００μｍ×３８０μｍ×２．８μｍ的
ＮｉＣｒ桥 膜 换 能 元 满 足 钝 感 火 工 品 ５ Ａ 发 火、
１Ａ１Ｗ５ｍｉｎ不发火的要求，且发火电流和安全电流裕
度较大。

参考文献：

［１］王凯民，张学舜．火工品工程设计与试验［Ｍ］．北京：国防工业出
版社，２０１０．
ＷＡＮＧＫａｉｍｉｎ，ＺＨＡＮＧＸｕｅｓｈｕｎ．Ｄｅｓｉｇｎａｎｄｔｅｓｔｏｆｉｎｉｔｉａｔｉｎｇ
ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｄｅｖｉｃｅｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＮａｔｉｏｎａｌＤｅｆｅｎｃｅＩｎ
ｄｕｓｔｒｙＰｒｅｓｓ，２０１０．

［２］韩一丁．金属薄膜电桥机构及特性研究［Ｄ］．北京：北京理工大
学，２００６．
ＨＡＮ Ｙｉｄｉｎｇ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｍｅｔａｌｆｉｌｍ ｂｒｉｄｇｅｍｅｃｈａｎｉｓｍ ａｎｄ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ［Ｄ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＢｅｉｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，
２００６．

［３］ＶｉｓｈａｙＳｆｅｒｎｉｃｅ．Ｅｌｅｃｔｒｏｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｉｎｉｔｉａｔｏｒｃｈｉｐｒｅｓｉｓｔｏｒ［ＤＢ／
ＯＬ］．２００８．

［４］ＣｈｏｐｉｎＨｕａ．ＬｏｗｃｏｓｔＭＥＭＳｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ［ＤＢ／ＯＬ］．ＮＤＩＡ５０ｔｈ
ＡｎｎｕａｌＦｕｚｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．２０１０．

［５］ＫａｉｌｉＺｈａｎｇ．ＡｎａｎｏｉｎｉｔｉａｔｏｒｒｅａｌｉｚｅｄｂｙｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇＡｌ／ＣｕＯ
ｂａｓｅｄｎａｎｏｅｎｅｒｇｅｔｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓｗｉｔｈａＡｕ／Ｐｔ／Ｃｒｍｉｃｒｏｈｅａｔｅｒ［Ｊ］．
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌＳｙｓｔｅｍｓ，２００８，１７（４）：８３２－

８３６．
［６］ＪｏｎｇｋｗａｎｇＬｅｅ．Ｄｅｓｉｇｎａｎｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｃｏｍｐｏ

ｎｅｎｔｓｏｆｍｉｃｒｏｓｏｌｉｄｐｒｏｐｅｌｌａｎｔｔｈｒｕｓｔｅｒ［Ｃ］∥ＪｏｉｎｔＰｒｏｐｕｌｓｉｏｎ
ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅａｎｄＥｘｈｉｂｉｔ．ＦｏｒｔＬａｕｄｅｒｄａｌｅ，２００４．

［７］ＺｈａｎｇＫＬ．ＡＭＥＭＳｂａｓｅｄｓｏｌｉｄｐｒｏｐｅｌｌａｎｔｍｉｃｒｏｔｈｒｕｓｔｅｒｗｉｔｈ
Ａｕ／Ｔｉｉｇｎｉｔｅｒ［Ｊ］．ＳｅｎｓｏｒｓａｎｄＡｃｔｕａｔｏｒｓ，２００５，（１２２）：１１３－
１２３．

［８］Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｈ．Ｃｈａｒｌｅｓ．Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ，ａｎｄａｓｓｅｍｂｌｙ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｆｏｒａｄｖａｎｃｅｄＭＥＭＳｂａｓｅｄｓａｆｅｔｙａｎｄａｒｍｉｎｇｍｅｃｈ
ａｎｉｓｍｓｆｏｒｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅｍｕｎｉｔｉｏｎｓ［Ｃ］∥ＵＳＡｒｍｙＲＤＥＣＯＭＡＲＤＥＣ
Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ，２００６．

［９］王广海，李国新，阿苏娜．薄膜桥火工品的制备与性能研究［Ｊ］．
含能材料，２００８，１６（５）：５４３－５４７．
ＷＡＮＧＧｕａｎｇｈａｉ，ＬＩＧｕｏｘｉｎ，ＡＳｕｎａ．Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｐｒｏｐ
ｅｒｔｉｅｓｏｆｔｈｉｎｆｉｌｍ ｂｒｉｄｇｅＥＥＤ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃ
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２００８，１６（５）：５４３－５４７．

［１０］闫卫平，朱剑波，马灵芝，等．金属薄膜加热器的研究［Ｊ］．传感
技术学报．２００４，（４）：６１５－６１８．
ＹＡＮＷｅｉｐｉｎｇ，ＺＨＵ Ｊｉａｎｂｏ，ＭＡＬｉｎｇｚｈｉ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｆ
ｍｅｔａｌｍｅｍｂｒａｎｅｈｅａｔｅｒ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｅｎｓｏｒｓａｎｄＡｃ
ｔｕａｔｏｒｓ．２００４，（４）：６１５－６１８．

［１１］张以忱．真空镀膜技术［Ｍ］．北京：冶金工业出版社，２０１１．
ＺＨＡＮＧ Ｙｉｃｈｅｎ．Ｖａｃｕｕｍ ｃｏａｔｉｎｇｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：
ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｙＰｒｅｓｓ，２０１１．

［１２］ＧＪＢ５３０９．１４－２００４．火工品试验方法 静电放电试验［Ｓ］．
ＧＪＢ５３０９．１４－２００４．Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｆｏｒｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｄｉｓｃｈａｒｇｅｔｅｓｔ
ｏｆｅｘｐｌｏｓｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔｓ［Ｓ］．

［１３］ＧＪＢ３７７Ａ／Ｚ－１９９４．感度试验用数理统计方法［Ｓ］．
ＧＪＢ３７７Ａ／Ｚ－１９９４．Ｕｓｉｎｇｔｈｅｍｅｔｈｏｄｏｆｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，
ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｔｅｓｔ［Ｓ］．

［１４］ＧＪＢ３４４－１９８７．钝感电起爆器通用设计规范［Ｓ］．
ＧＪＢ３４４－１９８７．Ｇｅｎｅｒａｌｄｅｓｉｇｎｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｆｏｒｉｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅｅｌｅｃ
ｔｒｉｃｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ［Ｓ］．

ＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄＣｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｏｆＩｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅＮｉＣｒＭｅｔａｌＦｉｌｍＩｇｎｉｔｉｎｇＣｏｍｐｏｎｅｎｔ

ＷＡＮＧＫｅｗｅｉ，ＹＡＮＧＺｈｅｎｇｃａｉ，ＬＩＵＨａｉｘｕ，ＺＥＮＧＸｉａｎｇｔａｏ，ＷＡＮＧＨａｏｊｉｎｇ，ＬＩＮｉｎｇ，ＰＡＮＳｈｏｕｈｕａ，
ＣＡＯＪｉａｎｑｉａｎｇ，ＺＨＯＵＤａｎｇｆｅｎｇ
（ＮｏｒｔｈＳｐｅｃｉａｌＥｎｅｒｇｙＧｒｏｕｐ，Ｘｉ′ａｎＱｉｎｇｇｈｕａＣｏｍｐａｎｙ，Ｘｉ′ａｎ７１００２５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅｍａｇｎｅｔｒｏｎｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ａＮｉＣｒｍｅｔａｌｆｉｌｍ ｂｒｉｄｇｅｗｈｉｃｈｆｉｔｆｏｒｔｈｅｉｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｉｃｉｎｉｔｉａｔｉｎｇ
ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｄｅｖｉｃｅ（ＥＥＤ）ｗａｓｍａｄｅａｎｄｕｓｅｄｔｏｉｇｎｉｔｅｔｈｅｌｅａｄｓｔｙｐｈｎａｔｅｓｍｅａｒｉｎｇｏｎｔｈｅｂｒｉｄｇｅｃｅｎｔｅｒ．Ｔｈｅｓａｆｅｃｕｒｒｅｎｔ，ａｎｔｉｓｔａｔｉｃ
ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ｂｒｉｄｇｅｂｒｅａｋｉｎｇｔｉｍｅａｎｄｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅｗｅｒｅｔｅｓｔｅｄａｎｄｗａｓｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅａｎｄ
ｂｒｉｄｇｅｂｅｌｔ．Ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｗｈｅｎｔｈｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｉｓ（１±０．１）Ω，ｔｈｅＮｉＣｒｍｅｔａｌｆｉｌｍ ｉｇｎｉｔｉｎｇｃｏｍｐｏｎｅｎｔｈａｓａｌａｒｇｅｓａｆｅｔｙｍａｒ
ｇｉｎ，ａｎｄｉｔｓｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅａｎｄｂｒｉｄｇｅｂｒｅａｋｉｎｇｔｉｍｅａｒｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｏｓｅｏｆｔｗｏｕｎｄｅｒｔｈｅｓａｍｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｈｅａｔｄｉｓｓｉｐａｔｉｏｎ．Ｔｈｅ
ｉｇｎｉｔｉｎｇｔｉｍｅｏｆｌｅａｄｓｔｙｐｈｎａｔｅｗｉｔｈｔｈｅＮｉＣｒｍｅｔａｌｆｉｌｍｉｇｎｉｔｉｎｇｃｏｍｐｏｎｅｎｔｉｓｌｅｓｓｔｈａｎ１ｍｓａｔｔｈｅｅｘｃｉｔａｔｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｏｆ５Ａ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｉｎｉｔｉａｔｉｎｇｅｘｐｌｏｓｉｖｅｄｅｖｉｃｅｓ；ｍａｇｎｅｔｒｏｎｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ；ｉｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅｍｅｔａｌｆｉｌｍ ｂｒｉｄｇｅ；ｓａｆｅｃｕｒｒｅｎｔ；ｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅ；ｂｒｉｄｇｅ
ｂｒｅａｋｉｎｇｔｉｍｅ
ＣＬＣｎｕｍｂｅｒ：ＴＪ５５；Ｏ３８９ Ｄｏｃｕｍｅｎｔｃｏｄｅ：Ａ ＤＯＩ：１０．１１９４３／ｊ．ｉｓｓｎ．１００６９９４１．２０１４．０６．０２０

３２８

ＣＨＩＮＥＳＥＪＯＵＲＮＡＬＯＦＥＮＥＲＧＥＴＩＣＭＡＴＥＲＩＡＬＳ 含能材料 ２０１４年　第２２卷　第６期　（８１９－８２３）


